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多层栅介质层有机薄膜晶体管的存储与光响应特性
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摘要: 在真空室内一次性制备了具有多层栅介质层结构的有机薄膜晶体管 ( OT FT s)。结果表明, 制备的

OTFT s具有电控开关、存储和光敏多重功能特性。分析认为,存储特性归功于器件的结构,采用了分离的 CaF2

纳米粒子岛作为电荷俘获中心。在光照环境下, 观察到了两种不同类型的光响应特性。快速的光响应来自

于有源层吸收了能量大于带隙的光子所产生的可移动的电荷, 慢的光响应归因于电场作用下光感应的电子

在栅介质陷阱的俘获与释放。
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1�引 � �言

有机薄膜晶体管 ( OTFTs)具有质轻、柔性、可

大面积和低成本制备等诸多优点, 在近十年来备

受关注。OTFTs的器件性能也因对栅介质层的表

面处理
[ 1-2]
、有源层或栅介质的材料发展

[ 3-5 ]
、制

备工艺的优化
[ 6-7 ]
等因素得以显著提升。基于小

分子并五苯 ( Pentacene)有源层的 OTFTs的场效

应迁移率和开关电流比等性能参数已达到甚至超

过了氢化的无定形硅薄膜晶体管
[ 8-10]

, 作为电控

开关, OTFTs在有源寻址的柔性显示
[ 11-12]

和大面

积柔性数字 IC s
[ 13]
等领域展现出了很好的应用前

景。近年来, 具有附加功能的 OTFTs, 即双功能

OTFTs相继被报道, 例如发光 OTFTs
[ 14]
、OTFTs

存储器
[ 15-16]

和 OTFTs传感器
[ 17-18]

等, 进一步拓

展了 OTFTs器件的应用前景。已报道的 OTFTs

存储器按其存储机理可分为两类: 一类是基于栅

介质层在电场作用下的极化作用
[ 15 ]

,一类是基于

栅介质层中的电荷存储
[ 16]
。有机半导体材料来

源广, 取代特定的基团可调节其吸收和发光波长,

这使得 OTFTs在光敏传感器和光探测器等领域

拥有很好的应用前景。

本文设计并在真空室内一次性制备了多层栅

介质层结构的 OTFTs,器件表现出多重功能特性,

包含了常规的电控开关特性及附加的存储、光电

(敏 )晶体管功能。暗室环境中,器件表现出明显

的存储循环特性,在 VG = 10 /- 15 V的擦 /写电压

下,存储窗口 6. 0 V;在 VG = - 1 V处, 得到了最

大的存储电流比为 4. 2。光照环境下, OTFTs的

沟道电流明显增大,且随光照强度的变化表现出

明显的动态响应特性,因此可采用光信号代替栅

电压作为输入端口调制器件的沟道电流, 这表明

当前的 OTFTs可作为光电晶体管和光敏传感器

应用。

2�实 � �验

本文的 OTFTs设计为具有多层栅介质层的

顶栅结构。选用覆盖有氧化铟锡 ( ITO )薄膜的玻

璃作衬底, 经清洗后, 采用常规光刻技术图形化

ITO薄膜,形成源漏电极, 沟道长度 L = 50 �m, 宽

度 W = 1 000 �m。这种方式可制备非常精细的电

极,有利于减小栅源 (漏 )之间的寄生电容; 甚至

能制备亚微米量级的沟道,有利于提高 OTFT s在

集成电路、列阵传感及有源显示等方面应用的集
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成度。再次清洗后, 带有 ITO电极的衬底被置于

真空室内。采用热蒸镀工艺依次生长 Pentacene

有源层 ( 60 nm, 0. 1 nm / s), Ny lon 6 ( 25 nm, 0. 1

nm /s) /CaF2 ( 15 nm, 0. 05 nm / s) /N ylon 6 ( 225

nm, 0. 1 nm /s) /Te flon( 150 nm, 0. 1 nm /s)多层栅

介质层, A l栅电极 ( 100 nm, 0. 2 nm /s) ,采用掩模

板对各层图形化。上述过程在真空室内一次性完

成,避免了因环境变化可能引起的玷污。各层薄

膜的厚度和生长速率由膜厚仪精确监控, 并由台

阶仪校准。测试在室温大气环境进行,采用两台

K eithley 2400测试仪分别在暗室和光照条件下表

征了 OTFTs的电学特性。光照环境测试采用了

两种光源,一种是白光的荧光灯;一种是有机发光

二极管 ( OLED) , 器件结构为 ITO /M oO 3 ( 8 nm ) /

NPB ( 150 nm ) /NPB�A lq3 �C545T ( 1% �1% �1%,

37. 5 nm ) /A lq3 ( 37. 5 nm ) /L iF( 1 nm ) /A l( 200 nm ),

发光面积 3mm � 3 mm,距离 OTFTs器件 1 cm。

3�结果与讨论

图 1插图给出了 OTFT s器件结构的截面示

意图。测试了 OTFTs在不同栅电压下的场效应

输出特性,图 1给出了一组代表性数据,可以观察

到器件以典型的 p沟道增强模式工作。分别在暗

室和光照条件下测量了器件工作在饱和区 ( VDS =

- 15 V )的场效应转移特性,其代表性数据如图 2

所示, 这里栅电压 ( VG )采用了从 + 10~ - 15 V

(负向扫描 )再返回 + 10 V (正向扫描 )的往返扫

描方式。在饱和区,场效应晶体管的输出电流表

达式为:

IDS. sat =
WC i

2L
�( VG - VT )

2
, ( 1)

图 1� OTFT s器件的输出特性, 插图为 OTFT s器件的结构

示意图。

F ig. 1� O utput cha racte ristics o f the present OTFT s. Inset:

The cross section schem atic diagram of present OTFTs.

式中, C i为栅绝缘层单位面积的电容; �为场效应

迁移率; VT为阈值电压。暗室条件下随着 VG 的

往返扫描可以观察到明显的迟滞现象,且此迟滞

曲线有良好的重复性。从器件的转移特性可以推

导出当前的 OTFTs在 VG 负向扫描下 VT = 2. 9 V,

在 VG正向扫描下 VT = 8. 9 V。由方程式 ( 1)推算

得, VG 负向扫描期间的场效应迁移率 �= 5. 5 �10
- 2

cm
2

/ ( V� s) , 在 VG 正向扫描期间则减小为 �=

3. 4� 10
- 2

cm
2

/ ( V� s)。显著的 IDS-VG 迟滞特性

表明当前器件有望应用于存储器, 相应的存储窗

口 (即阈值电压改变量 ) �VT = 6. 0 V。在 VG =

- 1 V处,得到了最大的存储电流比 I
正向
DS, D ark �I

负向
D S, Dark =

4. 2,选择器件的擦 ( E ) /读 ( R ) /写 (W )电压分别

为 VG = + 10 /- 1 /- 15 V,测试其存储循环特性如

图 2插图所示。器件的 CaF2薄层是以三明治结

构夹在 N ylon 6薄膜中,实验发现其位置对OTFTs

的迟滞存储性能有明显影响, 本文所示是经过结

构优化的器件。

图 2� OTFT s器件在暗室和光照下的转移特性, 插图为

OTFT s器件的存储循环特性。

F ig. 2� T ransfer character istics o f the present OT FT s under

da rk and in illum ination. Inse t: D ynam ic storag e

cyc les o f the present OTFT s.

我们先前的工作证实,利用 Ny lon 6 /Teflon双

层栅介质层结构可以改善 OTFTs的电特性, 其暗

室环境测试的转移特性曲线没有发现明显的迟滞

现象
[ 19]
。因此推测当前 OTFT s的迟滞存储特性

与器件结构中插入的 CaF2 薄层有关。图 3给出

了第一层 Ny lon 6薄膜 ( 25 nm )与 C aF2 薄层 ( 15

nm )的原子力显微镜 ( AFM )图像, 二者选择与

OTFTs器件在同一环境内同步制备, 以最大程度

地反映器件中 CaF2薄层形貌的真实性。数据表明,

Ny lon 6和 CaF2 的表面粗糙度分别为 1. 209 nm和

11. 06 nm。Ny lon 6呈现出连续的薄膜形式, 而
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CaF2 则呈现出清晰的纳米粒子岛形式, 分散在

N ylon 6薄膜上, 粒子岛的最大高度约为 35 nm。

分析认为分离的 CaF2 纳米粒子岛作为电荷俘获

中心, 随着 VG 极性和大小的变化, 电荷在沟道与

CaF2 纳米粒子之间的俘获与释放是导致 OTFTs

器件具有存储功能的主因。我们采用 Ag和 N i纳

米粒子代替 CaF2 纳米粒子作为电荷俘获中心, 也

得到了具有相同存储特性的 OTFTs器件,证实了

这一推测
[ 20]
。从器件暗室环境的转移特性曲线

可以发现,迟滞特性主要位于负 VG 扫描区域, 随

着 VG 的持续正向偏移, 迟滞特性逐渐消失; 再考

虑到绝大多数报道的 Pentacene-OTFTs均以 p沟

道增强模式工作,认为参与器件存储的是单极性

电荷-空穴。为验证这一观点,将器件置于光照环

境,预期 Pentacene吸收光子产生可移动的电子和

空穴, 研究了自由电子对 OTFTs器件电性能和存

储性能的影响。

图 3� Pentacene薄膜上的 25 nm 厚 N y lon 6薄膜 ( a)与

N y lon 6薄膜上 15 nm 厚 CaF2 薄层 ( b)的 A FM

图谱

F ig. 3� T he atom ic force m icroscopy ( AFM ) im ages o f the

25 nm N y lon 6 film on the surface o f pentacene film

( a) and the 15 nm CaF2 thin layer on the surface of

N y lon 6 film

光源采用白光荧光灯,其发光光谱如图 4( b)

所示, 波长范围 430 ~ 640 nm, 三个峰值分别在

435, 545, 611 nm。光源距离器件 25 cm, 采用硅

光功率计测得照射在器件上的光功率密度为

0. 64 �W / cm
2
。从图 2给出的转移特性曲线可以

发现, 与暗室环境的数据相比, 光照环境下,器件

的沟道电流 ID S明显增大, 阈值电压 VT 明显正向

偏移, ID S-VG 迟滞特性显著减小。计算光照环境

下器件的阈值电压为 VT = 13. 5 V, 迁移率为 �=

3. 2� 10
- 2

cm
2

/ ( V� s)。

图 4� ( a) P entacene薄膜 ( 30 nm )与 N y lon 6 ( 25 nm ) /

P entacene( 30 nm )双层薄膜的吸收光谱; 荧光灯

( b)与 OLED ( c)的发光光谱。

F ig. 4� ( a) T he absorption spectra o f the P entacene film ( 30

nm ) and the N y lon 6( 25 nm ) /P en tacene( 30 nm )

doub le layer film. The lum inescence spectra of the

fluorescen t lamp ( b) and the OLED ( c).

测试了 Pentacene ( 30 nm )薄膜与 Pentacene

( 30 nm ) /Ny lon 6( 25 nm )双层薄膜的吸收光谱,

如图 4( a)所示。Pentacene的光谱吸收范围主要

集中在 550 ~ 700 nm, 三个主峰分别位于 585,

635, 670 nm。两条曲线有很好的重复性, 表明

N ylon 6在可见光范围透明度高, 光照环境器件的

电特性变化主要归因于 Pentacene薄膜对光子的

吸收。分析认为能量大于 Pentacene带隙的光子,

被吸收并在 Pentacene体内产生激子,激子在电场

作用下能分离成自由的空穴和电子。在负 VG 作

用下, 光产生的空穴向沟道漂移,直接增大了沟道

内可移动的电荷密度; 在正 VG 作用下,光产生的

空穴远离沟道漂移, 但在 VDS的作用下直接参与

了 Pentacene薄膜的体导电,这是光照环境器件的

截止态电流 IDS, OFF明显增大原因之一。光生电子

与空穴的漂移趋势相反, 正 VG 作用下,漂移至沟

道的电子可以隧穿 Ny lon 6薄膜, 注入并被 C aF2

纳米粒子俘获。考虑到栅、源、漏的相对电势, 沟

道内的电场呈线性递变分布,越靠近漏极区域,电

场越强,注入 CaF2 薄层的电子越多, 且能被俘获
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在更深的能级位置。驻留在 CaF2 薄层中的电子

会产生一个内建电场, 吸引部分空穴聚集在沟道

内参与电荷传输,同时会对外加的正 VG产生了一

定的屏蔽作用, 这使得 VT 明显正向偏移, 也是

IDS, OFF增大的另一个原因。在负 VG 扫描期间, 沟

道的电场从源极区域的负向渐变为漏极区域的正

向 (或 0); 在正向 (或 0)电场区域, 电子仍驻留在

CaF2 薄层;在负向电场区域, 俘获的电子有被释

放并返回沟道的趋势。分析认为电子比空穴更具

有竞争性地占据 CaF2 电荷俘获中心,且不易被释

放,应是 OTFTs在光照环境 IDS-VG 迟滞特性显著

减小的主因,也与暗室环境器件的存储功能是由

空穴独自担当的推测相一致。

由上分析,光照环境下, OTFT s源漏电流可表

述为:

ID S = IDS, Dark + ID S, Ph = ID s, D ark + IDS, Ph, direct + IDS, Ph, �VT
,

( 2)

式中, ID S, D ark是暗室环境 OTFTs的源漏电流; IDS, Ph

指光电流,由两部分组成; IDS, Ph, direct是光生空穴直

接贡献的电流, 即所谓的光导效应; ID S, Ph, �V
T
是光

生电子被俘获致使 VT偏移所产生的额外光电流,

即所谓的光伏效应。部分光生电子与沟道内传输

的空穴相复合使得器件在光照环境的迁移率略有

下降。OTFTs的光响应特性表明其有可能应用于

光电晶体管或光敏传感器。光敏感度与光响应度

(R )是此类器件重要的两个性能参数。前者定义

为光电流与暗电流的比 IDS, Ph �ID S, dark, 在 VG =

- 0. 6 V时, 获得最大值 6. 6 (取 VG 负向扫描阶

段 ) ;后者定义为单位面积上入射的光功率引起

的光电流密度, R = ID S, Ph /P illum ination, 这里 P illum ination

指照射在器件上的光功率。在取 VG 正向扫描阶

段的 VG = - 5 V时, 获得最大的 R值为 576 A /W,

在 VG 负向扫描阶段的 VG = - 3. 8 V时,获得最大

的 R值大于 1 200 A /W, 这一数值远大于已报道

的同类器件 ( 0. 15~ 50 A /W )
[ 18, 21-22]

, 也大于基于

无机单晶硅有源层的薄膜晶体管的光响应度

( 300 A /W )
[ 23]
。

OTFTs可作为光电晶体管或光敏传感器应

用,下面研究了其对光信号的动态响应特性。采

用绿光 OLED作光源, 其发光光谱如图 4( c)所

示,波长范围 470~ 600 nm,主峰在 512 nm。测试

过程中,保持器件的栅电极悬空,固定 VDS = - 15 V,

以光信号取代 VG 作为 OTFTs的调制端口,用 5~

10 V的直流电压动态循环调控光源 OLED的光

照亮度 ( Lum inance)。图 5为测试的器件 IDS随光

照亮度循环调控的动态响应曲线, ID S随光照亮度

的动态循环呈现出螺旋上升趋势。在光照亮度上

升阶段,起初 ID S随之线性增大, 当光照亮度过高

时, IDS的增加幅度略有减小, 这归因于光照亮度

的提高提供了更多的光子, 相应按线性比例地产

生了更多的自由电子和自由空穴参与导电, 但随

着电子与空穴密度的增加, 其相互复合几率也随

之增大,进而抑制了 IDS的线性增加。在光照亮度

下降的初始阶段, IDS没有立刻随之明显下降, 而

是在过一段时间后,呈渐缓式下降, 表现出明显的

滞后现象。这表明除了光强直接影响 ID S外,还有

其他因素对 IDS产生影响。分析认为,光照亮度的

上升阶段,部分光生电子被栅介质的电荷俘获中

心俘获,并能驻留较长的时间不被释放。当光源

亮度下降时,驻留在栅介质中的电子产生的内建

电场能吸引部分空穴聚集在沟道内参与电荷传

输,滞后了 IDS随光源亮度的响应变化。光照亮度

再次处于上升阶段时,驻留在栅介质中的电子吸

引的空穴与光生电子和空穴相互叠加共同参与导

电,致使 ID S随光照亮度的动态循环表现出螺旋上

升趋势。图 5所示的器件 IDS随光照亮度循环调

控的动态响应特性及其机理解释与前述的电子比

空穴更具有竞争性地占据 CaF2 电荷俘获中心, 且

不易被释放的观点相一致。

器件的 ID S随光源亮度变化呈现的即时响应

表现为快速光响应, 其随光源亮度动态循环呈现

图 5� OTFT s的 IDS随 OLED光源亮度循环调控的动态响

应特性

F ig. 5 � T he dynam ic photo response character istics of the

OTFT s plotted the I
DS

as the function o f the lum -i

nance of the OLED, w ith VDS = - 15 V and the ga te

w as floated.
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的螺旋上升趋势则表现为慢速光响应。为进一步

研究其快速与慢速光响应,我们将 OTFTs的光电

响应作为时间函数测试了其动态变化特性, 如图

6所示。测试期间, OTFT s保持栅电极悬空, 固定

VD S = - 10 V,用脉冲电压控制光源 OLED的开启

与关闭,脉冲电压幅值 10 V, 对应 OLED的亮度

为 28 000 cd /m
2
,脉冲周期 100 s,占空比 50% ,每

间隔 0. 1 s读取一次 ID S数据。OLED开启后, 器

件的 IDS先是快速增大,而后随时间延长持续缓慢

增大至 ( 4. 5~ 4. 75) � 10
- 7

A; OLED关闭后, ID S

先是快速减小, 而后随时间延长持续缓慢减小至

( 2. 5~ 2. 75) � 10
- 7

A。这一现象表明 OTFTs也

可作为光电开关应用。在 OLED的每一次开启 /

关闭周期, IDS初始的快速响应阶段, 其幅值变化

50%约需要 2 s时间, 对应着光生载流子的直接

产生与消失。之后 ID S的慢速响应阶段,其幅值变

图 6� OTFT s的光电响应对时间的动态变化特性

F ig. 6 � T he dynam ic photoresponse characteristics of the

OTFT s plotted the IDS as the function of the tim e at

the light on and of,f respectively, w ith VDS = - 10

V and the gate w as floated.

化速率随着时间的延迟快速减小, 这一阶段应归

因于光生电子的持续被俘获与释放,进而对参与

导电的空穴浓度产生影响。在每一次循环周期

中, IDS的幅值都比前一周期略有增加, 表明俘获

的电子能维持较长的时间,不易被完全释放,这和

前面的实验现象与分析相一致。

4�结 � �论

以全蒸镀的方式在真空室内一次性制备了具

有多层栅介质层的 OTFTs。器件在暗室环境表现

出明显的迟滞特性,在 - 15 /- 1 /+ 10 /- 1 V的栅

电压重复操作下展现出稳定的 W /R /E /R循环存

储特性。分析认为 OTFTs的存储功能归功于器

件的结构,采用了 C aF2纳米粒子岛作电荷俘获中

心。空穴在栅电场作用下, 隧穿 N ylon 6薄膜, 注

入并被俘获于 CaF2 薄层,或被释放返回有源层,

调制沟道导电的存储状态。光照下, Pentacene能

吸收能量大于其带隙的光子, 并在体内产生可移

动的电子和空穴, 两者在电场作用下以相反方向

漂移, 产生了两类不同的光电响应结果。一类是

由光生的空穴对器件导电的直接贡献,即光导效

应,表现为 IDS随光照强度的增强而快速近似线性

的增大,以及随光照的开启和关闭而分别快速的

增大和减小。另一类是光生电子被俘获于栅介质

的电荷俘获中心,对器件导电产生的间接贡献,即

光伏效应,表现为光照致使 VT正向偏移, IDS随光

照强弱的循环调制而螺旋上升, 以及在光照闭合

后随时间的延长而持续缓慢的减小。器件的光电

特性表明其可应用于存储器、光电晶体管、光敏传

感器以及光电开关等领域。

参 �考 �文 �献:

[ 1 ] Shte in M, M apel J, Benziger J B, et al. E ffects o f film m orphology and gate dielectr ic surface preparation on the e lectr ica l

character istics of o rganic-vapor-phase-deposited pentacene thin- film transistors [ J]. App l. Phy s. Lett. , 2002, 81( 2):

268-270.

[ 2 ] Sa lleo A, Chabinyc M L, Y ang M S, et al. P o lyme r th in-film transisto rs w ith chem ically m od ified d ie lectr ic interfaces

[ J]. App l. Phys. Lett. , 2002, 81( 23): 4383-4385.

[ 3 ] Zhang X H, D om ercq B, K ippelena B. H igh-pe rform ance and e lectr ica lly stable C60 organ ic fie ld-effect transisto rs [ J].

App l. P hy s. Lett. , 2007, 91( 9): 092114-1-3.

[ 4 ] D im itrakopou los C D, Purushotham an S, K ym issis J, et al. Low- vo ltage org an ic transisto rs on plastic compr is ing h igh-

d ielectr ic constant gate insu lators [ J]. S cience, 1999, 283( 5403): 822-824.

[ 5 ] K lauk H, H a lik M, Z schieschang U, et al. H igh-m obility po lym er gate d ie lec tric pentacene th in film trans istors [ J]. J.

App l. P hy s. , 2002, 92( 9) : 5259-5263.



734�� 发� � 光� � 学� � 报 第 32卷

[ 6 ] Bao Z, D odaba lapur A, Lov inger A J. So luble and processab le reg io regu lar poly ( 3-hexy lth iophene ) for th in film field-

effec t transistor applica tions w ith h igh m obility [ J]. App l. Phy s. L ett. , 1996, 69( 26) : 4108-4110.

[ 7 ] W ang G, Swensen J, M oses D, et al. Increased m ob ility from reg ioregu lar po ly( 3-hexy lth iophene) for thin film field- effect

transistors [ J]. J. App l. Phys. , 2003, 93( 10) : 6137-6141.

[ 8 ] L in Y Y, G und lach D J, N elson S F, et al. S tacked pentacene laye r organ ic thin film transistors w ith im proved charac te-

r istics [ J]. IEEE E lec. D ev. Lett. , 1997, 18( 12): 606-608.

[ 9 ] K e lley T, Boardm an L D, D unbar T D, et al. H igh-perform ance OT FT s us ing surface-m odified a lum ina die lectrics [ J].

J. Phys. Chem. B, 2003, 107( 24) : 5877-5881.

[ 10] Jurchescu O D, Baas J, Pa lstra T T M. E ffect o f impurities on the mob ility o f sing le crystal pentacene [ J]. App l. Phy s.

L ett. , 2004, 84( 16): 3061-3063.

[ 11] S irringhausH, T ess ler N, F riend R H. Integrated optoe lectron ic dev ices based on con jugated po lyme rs [ J] . Science,

1998, 280( 5370) : 1741-1744.

[ 12] Zhou L isong, W anga A, W u Shengchu, et al. A l-l o rganic ac tive m atrix flex ible d isp lay [ J]. App l. Phy s. Lett. , 2006, 88

( 8): 083502-1-3.

[ 13] D rury C J, M utsae rs C M J, H art C M, et al. Low-cost al-l po lyme r integrated circu its [ J]. App l. Phy s. L ett. , 1998, 73

( 1) : 108-110.

[ 14] H epp A, H eilH, W e ise W, et al. L igh t-em itting fie ld-e ffect trans istor based on a tetracene th in film [ J]. P hy s. R ev.

L ett. , 2003, 91( 15): 157406-1-4.

[ 15] Schroede r R, M ajewsk i L A, G re llM. A l-l organ ic perm anent m em ory trans istor us ing an amo rphous, spin-cast ferroe lec-

tr ic- like g ate insulato r [ J]. Adv. Mater. , 2004, 16( 7): 633-636.

[ 16] Baeg K J, N oh Y Y, Gh im J, et al. O rgan ic non-vo latile m emo ry based on pentacene fie ld-effect transistors using a po ly-

m er ic gate electret [ J] . Adv. Ma ter. , 2006, 18( 23) : 3179-3183.

[ 17] Zhu Z T, M ason J T, D ieckm ann R, et al. H um id ity sensors based on pentacene thin- film transisto rs [ J] . App l. Phy s.

L ett. , 2002, 81( 24): 4643-4645.

[ 18] N oh Y Y, K im D Y. O rganic pho totransisto r based on pen tacene as an e ffic ient red light sensor [ J]. Solid-S tate E lectronics,

2007, 51( 7) : 1052-1055.

[ 19] W ang W e,i Sh i Jiaw e,i G uo Shuxu, et al. Improv ed perform ance by a double- insulator layer in org an ic th in- film transistors

[ J]. Chin. Phy s. L ett. , 2006, 23( 11): 3108-3110.

[ 20] W ang W e,i Shi Jiaw e,i M a D ongge. O rgan ic th in- film transistor m em ory w ith nanoparticle floa ting gate [ J]. IEEE Trans.

Elec. D ev. , 2009, 56( 5): 1036-1039.

[ 21] N oh Y Y, K im D Y, Y ase K. H igh ly sens itive th in-film organ ic pho totrans istors: E ffect of w ave leng th o f light source on

dev ice perform ance [ J]. J. App l. Phys. , 2005, 98( 7): 074505-1-7.

[ 22] D ebucquoy M, V er laak S, S toedel S, et al. Pentacene organ ic fie ld-effec t pho totransistor w ith memo ry- effect [ J] . SP IE,

2006, 6192: 61921F-1-10.

[ 23] Johnson N M, Ch iang A. H igh ly pho tosens itive transisto rs in sing le-c rystal silicon th in film s on fused silica [ J]. App l.

Phy s. L ett. , 1984, 45( 10): 1102-1104.



� 第 7期 王� 伟, 等: 多层栅介质层有机薄膜晶体管的存储与光响应特性 735��

M emory and Photo-responses Characteristics ofO rganic

Thin Film Transistors Based onM ult-i layer Gate D ielectric
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Abstract: The organ ic th in film transistors ( OTFTs) based on mu lt-i layer gate d ie lectric w ere presen ted w ith-

out vacuum breaks. A s a resu l,t the OTFTs show m ult-i functiona l properties, such as electric-sw itch ing,

m em ory, and pho tosensit ive. The m em ory e ffect w as attributed to the structure o fOTFTs, i. e. the ut ilization

of the separated CaF2 nanopartic le islands acting as the charge trapp ing cen ters. The photo-responses included

tw o d ifferent types o f fast response and slow response, and are, respectively, orig inated from the generation o f

m ob ile carriers by the absorption of photo energy h igher than the band gap energy o f sem iconducto r and the

tapped and re leased of photo- induced electrons by the traps in the d ielectric at the e lectrica l field m odu lation.

K ey words: o rganic thin film transisto r; m emo ry e ffect; photo-responses
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